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Parte A            
 

1. Si consideri un amplificatore con amplificazione di tensione in continua Av0=2000, Rin = 50 KΩ, Rout = 
200 Ω, un polo a frequenza fp = 1 KHz. Inoltre sia Rs = 1 KΩ la resistenza del generatore di segnale e 
RL = 200 Ω la resistenza del carico. Si reazioni il circuito in modo da ottenere una resistenza di ingresso 
maggiore di 5 MΩ e una resistenza di uscita compresa tra 100 e 200 KΩ. Si calcoli la nuova funzione di 
trasferimento del circuito. 

 
2. Si ricavi il circuito e si quotino i parametri di un filtro con due poli reali di valore sp1 = - 1500 rad/s e    

sp2 =  - 2500 rad/s e nessuno zero nell’origine. E’ necessario giustificare il procedimento.  
 
3. Disegnare la caratteristica di trasferimento (Vu-Vi) di un inverter CMOS, identificando in modo 

preciso le varie zone di funzionamento dei transistori nel piano Vi-Vu. 
 
4. Si consideri il circuito a lato. Si supponga che la caratteristica 

del MOSFET in zona di saturazione sia ( )2
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con VT=3 V, Kn=2 mA/V2. All’istante t=0 la tensione sulla 
capacità vale 5 V e una tensione costante di 5 V viene 
applicata sul gate. Calcolare dopo quanto tempo il MOSFET 
va in zona triodo. 

 
 
 
Punteggio totale Parte A: 14 

 
 
 

Parte B       
 
Con riferimento al circuito 
mostrato a lato, calcolare:  
• il punto di riposo dei due 

transistori Q1 e J2 e i 
parametri del circuito di 
piccolo segnale 

• la funzione di trasferimento a 
centro banda 

• il limite superiore di banda 
• il limite inferiore di banda 
Assunzioni semplificative: 
- Per il transistore Q1: 

considerare hoe=0, hre=0 
- Per il transistore J2, 

considerare il transistore 
resistivo, rd ∞,  Vgsoff= 3V , 
J2 resistivo 

 
Punteggio totale Parte B: 14/30 
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